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Studiengruppe: Eingegangen am: Protokollführer/in:

Übungstag: Weitere Übungsteilnehmer:

Dozent:

MOS-FET Transistor
1. Das Ausgangskennlinienfeld des MOS-FET-Transistors BS 108 ist im Bereich 0 ≤ID< ca. 2 mA

und 0 ≤UDS ≤ 10V für 5 verschiedene Gate-Source-Spannungen aufzuzeichnen.

2. Es ist die Übertragungskennlinie ID = f ( UGS ) für 0 ≤ID <ca. 2 mA aufzuzeichnen (UDS = 5V). Bestimmen Sie
für den Arbeitspunkt IDAP = 1mA die Steilheit.

3. Der Ausgangswiderstand rDS für UDS=0 ist in Abhängigkeit der Gate-Source-Spannung mit folgender Schal-
tung zu messen.

UGS: wie in Aufgabe 1
U2: maximal 10mV
Rv=1kΩ

4. Ermitteln Sie aus den Ergebnissen der Aufgaben 1..3 die Parameter UTO, K und λ und verwenden Sie die
Parameter bei der Pspice-Simulation des Ausgangskennlinienfeldes mit den Gate-Source-Spannungen aus
Aufgabe1.

5. Dimensionieren Sie eine Stromquelle für ID = 1mA und zeichnen Sie die Kennlinie ID = f ( UB) auf. Verglei-
chen Sie das Ergebnis mit Aufgabe 1.

UE = ca. 10V; UB = 0..10V
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6. Eine Stromspiegelschaltung mit 2 Transistoren ist aufzubauen.Die Ausgangskennlinien I2 = f ( UB) sind auf-
zuzeichnen. Als Parameter ist I1 im Bereich von 0...1mA in 0,2mA-Schritten mit U1 einzustellen.

UE = 0...20V; UB = 0...10V


